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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體雷射元件，包括：一半導體磊晶結構，包括一發光層及一發光控制層，該發
光控制層位於該發光層上方且形成一發光開口區域；一光吸收結構，位於該半導體磊晶

結構上且形成外露該半導體磊晶結構之一鏤空部，其中該光吸收結構之能隙小於發光波

長能隙，該光吸收結構包括可導電之一第一光吸收層及一第二光吸收層，該第一光吸收

層堆疊於該第二光吸收層上，且該第二光吸收層與該第一光吸收層具有相反極性；一透

明導電層，包括一窗口部及一延伸部，該窗口部位於該鏤空部內並覆蓋該半導體磊晶結

構，且該延伸部覆蓋該光吸收結構；以及一電極層，位於該透明導電層上且形成外露該

透明導電層之一開口部，且該窗口部位於該開口部內；其中該窗口部之位置基於光射出

方向對應該發光開口區域之位置。

2.　如請求項 1所述之半導體雷射元件，其中該光吸收結構更包括一第二光吸收層，該第一
光吸收層堆疊於該第二光吸收層上，且該第二光吸收層具有絕緣特性。

3.　如請求項 1所述之半導體雷射元件，其中該光吸收結構更包括一第二光吸收層及一第三
光吸收層，該第一光吸收層堆疊於該第二光吸收層上，且該第二光吸收層堆疊於該第三

光吸收層上；其中該第二光吸收層與該第一光吸收層具有相反極性，且該第三光吸收層

與該第一光吸收層具有相同極性。

4.　如請求項 1所述之半導體雷射元件，其中該開口部之徑向長度大於該窗口部之徑向長
度。

5.　如請求項 1所述之半導體雷射元件，其中該發光開口區域之徑向長度大於該窗口部之徑
向長度，使得該半導體雷射元件提供單模態發光。

6.　如請求項 1所述之半導體雷射元件，其中該發光開口區域之徑向長度不大於該窗口部之
徑向長度，使得該半導體雷射元件提供多模態發光。

7.　如請求項 1所述之半導體雷射元件，其中該透明導電層之厚度為 n*λ/4。
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8.　如請求項 1所述之半導體雷射元件，其中該窗口部與該半導體磊晶結構形成歐姆接觸。
9.　如請求項 1所述之半導體雷射元件，其中該光吸收結構係以砷化鎵材料、砷化鋁鎵材料
或磷砷化鋁鎵銦材料製成。

10.   如請求項 1所述之半導體雷射元件，其中該半導體磊晶結構更包括：一第一半導體結
構；以及一第二半導體結構，其中該發光層位於該第一半導體結構及該第二半導體結構

之間，且該發光控制層形成於鄰近該發光層之該第二半導體結構內。

圖式簡單說明

圖 1為本發明之半導體雷射元件之第一實施例之示意圖。
圖 2為本發明之半導體雷射元件之第二實施例之示意圖。
圖 3為本發明之半導體雷射元件之第三實施例之示意圖。
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